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【はじめに】AlGaN/GaN MOS-HEMT のゲート絶縁膜として ALD 法による Al2O3 薄膜を用いるこ

とが多い [1]。本研究では原料溶液の超音波霧化と熱分解反応により、大気圧下で酸化物薄膜が低

コストで堆積可能なミスト CVD 法を AlGaN/GaN MOS-HEMT のゲート絶縁膜堆積プロセスに応

用し、mist-Al2O3/AlGaN/GaN ダイオードを試作、評価を行ったので報告をする [2–4]。 

【実験】Fig. 1 に SiC 基板上に作製した mist-Al2O3/AlGaN/GaN

ダイオードの断面構造を示す。ゲート絶縁膜として Al2O3 薄膜

をミスト CVD 法により堆積した。ミスト溶液として Al 供給源

にアルミニウムアセチルアセトナート[Al(C5H7O2)3]、溶媒にメタ

ノールを用いた。堆積温度は 400 ºC とし、キャリアガスには窒

素を用いた。今回 PDA・PMA 等の処理は行っていない。 

【結果と考察】本実験条件において mist-Al2O3 の堆積速度は約

30 nm/min であり、一般的な ALD 法よりも高速であった。XRD

測定から mist-Al2O3はアモルファス構造であることが確認され、

エリプソメトリー測定から求めた mist-Al2O3 薄膜の屈折率は

1.64、XPS 測定から求めた禁制帯幅は 6.5 eV となり、ALD 法よ

りも高速な堆積にも関わらず ALD-Al2O3 と同等の値となった。

作製した mist-Al2O3/AlGaN/GaN ダイオードの C–V 特性は GaN

系 MOS-HEMT 特有の 2 ステップの C–V 特性が観測され良好な

Al2O3/AlGaN 界面が形成されていることが示唆された。試算した

界面準位密度 Ditは Ec − 0.7 eV 付近で約 2 × 1011 eV-1cm-2 程度であり(Fig. 2)、ALD-Al2O3/AlGaN で

報告されている Dit と同程度、もしくは良好な値が得られた [1]。これらの結果はミスト CVD 法

が GaN 系デバイスの表面パッシベーション膜・ゲート絶縁膜の高品質かつ安価な堆積手法として

有望である可能性を示唆している。 
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Fig. 2 Dit at the Al2O3/AlGaN 
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Fig. 1 Al2O3/AlGaN/GaN diode 
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